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摘要: 有机异质结连接层因其具有良好的透光性能、制备工艺和有机电致发光器件(Ｏｒｇａｎｉｃ ｌｉｇｈｔ￣ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｄｉ￣
ｏｄｅｓꎬＯＬＥＤｓ)完全兼容的优点ꎬ被广泛应用于叠层 ＯＬＥＤｓ 中ꎮ 在叠层 ＯＬＥＤｓ 中ꎬ连接层可产生电荷ꎬ其工作

性能是影响叠层 ＯＬＥＤｓ 性能的关键因素之一ꎮ 为了获得最佳性能的有机异质结连接层ꎬ本文制备了结构为

ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / ｔｒｉｓ(８￣ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉｎｏｌｉｎｅ) ａｌｕｍｉｎｕｍ(Ａｌｑ３)(６０ ｎｍ) / Ｃ６０ ( ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ( ｙ ｎｍ) / ＮꎬＮ′￣ｂｉｓ(ｎａｐｈｔｈａｌｅｎ￣１￣
ｙｌ)￣ＮꎬＮ′￣ｂｉｓ (ｐｈｅｎｙｌ)￣ｂｅ￣ｎｚｉｄｉｎｅ(ＮＰＢ) (４０ ｎｍ) / Ａｌ (１００ ｎｍ)的有机器件ꎬ直接获得了有机异质结连接层

Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 产生的器件电流ꎮ 通过结构优化发现ꎬ结构为 Ｃ６０(３０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(１０ ｎｍ)的连接层具有最强的电荷

产生能力ꎬ并对最优结构连接层形成的物理机制作了合理的解释. 本文获得的结果可为理解有机异质结连接

层工作机理以及制备高性能叠层 ＯＬＥＤｓ 提供理论基础ꎮ
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１　 引　 　 言

有机电致发光器件(Ｏｒｇａｎｉｃ ｌｉｇｈｔ￣ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｄｉ￣
ｏｄｅｓꎬＯＬＥＤｓ)因其具有自主发光、制备工艺简单、
柔性、可大面积制备以及丰富的材料选择性等优

点ꎬ有望成为下一代的固态照明和显示器领域的

核心[１￣４]ꎮ 一般来讲ꎬ为了满足人们实际应用的需

求ꎬＯＬＥＤｓ 应具有高发光亮度和长使用寿命ꎮ 实

验结果表明ꎬＯＬＥＤｓ 的发光亮度随器件电流密度

的增加而提高ꎬ但其寿命又随器件的电流密度增

加而降低[５]ꎮ 因此ꎬ克服 ＯＬＥＤｓ 的发光亮度和使

用寿命之间的矛盾是 ＯＬＥＤｓ 研究的热点和难点

之一ꎮ 为解决该问题ꎬ研究人员尝试在不增加器

件电流密度的情况下提高器件的发光亮度ꎬ以此

来延长器件的使用寿命ꎬ并取得了重要的突破ꎬ如
采用高折射率的衬底[６]、在顶发射器件中利用微

腔效应[７￣９]、引入分散式布拉格反射镜[１０]、采用微

纳结构[１１￣１２]以及引入光子晶体[１３]等方法ꎬ尽可能

地提取限制在有机薄膜和衬底中的光能ꎬ极大地

提高了器件的外量子效率ꎮ 但这些技术要求较高

的制备工艺ꎬ无疑增加了器件的制备难度和生产

成本ꎮ 为此ꎬ日本山形大学的 Ｋｉｄｏ 教授首次制备

出叠层结构的 ＯＬＥＤｓ[１４]ꎮ 所谓叠层 ＯＬＥＤｓꎬ是采

用具有电荷产生能力的连接层将两个或者两个以

上的发光单元串联起来的一种 ＯＬＥＤｓꎬ与传统结

构的 ＯＬＥＤｓ 相比ꎬ叠层 ＯＬＥＤｓ 在同一电流密度

下ꎬ 其发光效率、发光亮度及寿命都得到极大的

提高[１４￣２９]ꎮ 由此可见ꎬ连接层在叠层 ＯＬＥＤ 器件

中起了非常重要的作用ꎮ 目前ꎬ诸多性能优良的

连接层被广泛开发和应用ꎬ大致可分为以下几类:
掺杂型ꎬ如 Ａｌｑ３ ∶ Ｍｇ / ＷＯ３

[１５]ꎬＢｐｈｅｎ ∶ Ｌｉ / ＭｏＯ３
[１６]ꎬ

ＢＣＰ∶ Ｌｉ / Ｖ２Ｏ５
[１７]ꎬＢＰｈｅｎ ∶ Ｃｓ / ＮＰＢ ∶ Ｆ４￣ＴＣＮＱ[１８]ꎬ

ＴＰＢｉ ∶ Ｌｉ / ＮＰＢ ∶ ＦｅＣｌ３ [１９]ꎬ Ａｌｑ３ ∶ Ｍｇ / ｍ￣ＭＴＤＡＴＡ ∶
Ｆ４￣ＴＣＮＱ[２０]ꎻ非掺杂型ꎬ如 Ｆ１６ＣｕＰｃ / ＣｕＰｃ[２１]ꎬＣ６０ /
Ｐｅｎｔａｃｅｎｅ[２２]ꎬＡｌ / ＷＯ３ / Ａｕ[２３] 和 Ｃａ / ＡｇꎬＡｌ / Ａｕ[２４]ꎻ
复合 型ꎬ 如 Ｂｐｈｅｎ ∶ ＬｉＦ / Ａｌ / ＭｏＯ３

[２５]ꎬ Ｃｓ２ＣＯ３ ∶
ＢＰｈｅｎ / ＭｏＯ３ / ＭｏＯ３ ∶ ＮＰＢ[２６]ꎮ Ｘｉｅ 等采用 １ ｎｍ 的

Ａｇ 作为连接层ꎬ成功制备出了高性能的叠层

ＯＬＥＤｓꎬ为高性能叠层 ＯＬＥＤｓ 的制备提供了一种

简便的方法[２７]ꎮ 在这些连接层中ꎬ有机异质结连

接层因其具有良好的透光性、制备工艺与 ＯＬＥＤｓ
完全兼容的优点ꎬ受到研究人员的青睐ꎬ被广泛

应用在叠层 ＯＬＥＤｓ 中[２１￣２２ꎬ２８￣２９] ꎮ 在叠层 ＯＬＥＤｓ
中ꎬ连接层的工作机理是决定叠层 ＯＬＥＤｓ 性能

优良的重要因素ꎮ 为了深入了解有机异质结连

接层的工作机理ꎬ本论文采用 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 为有机

异质结连接层ꎬ制备了结构为 ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / ｔｒｉｓ(８￣
ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉｎｏｌｉｎｅ) ａｌｕｍｉｎｕｍ ( Ａｌｑ３ ) ( ６０ ｎｍ) / Ｃ６０

(ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(ｙ ｎｍ) / ＮꎬＮ′￣ｂｉｓ(ｎａｐｈｔｈａｌｅｎ￣１￣ｙｌ)￣Ｎꎬ
Ｎ′￣ｂｉｓ(ｐｈｅｎｙｌ)￣ｂｅ￣ｎｚｉｄｉｎｅ (ＮＰＢ) (４０ ｎｍ) / Ａｌ (１００
ｎｍ)的有机器件ꎬ器件的电流￣电压( Ｊ￣Ｖ)特性表

明有机异质结连接层 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 可有效产生电荷ꎮ
进一步分析可知ꎬ当 ｘ 和 ｙ 值均不为零时ꎬ器件在

外加偏压低于 ２５ Ｖ 时的电流可完全归因于有机

异质结连接层 Ｃ６０ / ＣｕＰｃꎮ 通过结构优化ꎬ发现结

构为 Ｃ６０(３０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(１０ ｎｍ)的有机异质结连

接层具有最强的电荷产生能力ꎬ并分析了最优结

构的有机异质结形成的物理原因ꎮ 本文获得的结

果可为深入了解有机异质结连接层的工作机理以

及制备高性能的叠层 ＯＬＥＤｓ 提供理论基础ꎮ

２　 实　 　 验

有机异质结连接层一般由两种不同类型的有

机薄膜材料构成ꎬ一种是 ｎ 型有机材料ꎬ另一种是

ｐ 型有机材料ꎬ比如有机异质结连接层 Ｆ１６ＣｕＰｃ /
ＣｕＰｃ[２１]ꎬＣ６０ / Ｐｅｎｔａｃｅｎｅ[２２]ꎬ１ꎬ４ꎬ５ꎬ８ꎬ９ꎬ１２￣ ｈｅｘａａ￣
ｚａｔｒｉｐｈｅｎｙｌｅｎｅ￣ｈｅｘａｃａｒｂｏｎｉｔｒｉｌｅ ( ＨＡＴ￣ＣＮ ) / ４ꎬ ４′ꎬ
４″￣ｔｒｉｓ(Ｎ￣３￣ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ￣Ｎ￣ｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｏ) ｔｒｉｐｈｅｎｙ￣
ｌａｍｉｎｅ(ｍ￣ＭＴＤＡＴＡ) [２８]ꎬｐｅｎｔａｃｅｎｅ / Ｃ７０

[２９] 等ꎮ 通

常ꎬ构成有机异质结连接层的 ｎ 型材料的最低未

占轨道(Ｌｏｗｅｓｔ ｕｎｏｃｃｕｐｉｅｄ ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｏｒｂｉｔａｌꎬ ＬＵ￣
ＭＯ)能级要和 ｐ 型材料的最高已占轨道(Ｈｉｇｈｅｓｔ
ｏｃｃｕｐｉｅｄ ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｏｒｂｉｔａｌꎬＨＯＭＯ)能级接近ꎬ以便

于有效产生电荷[２８￣２９] ꎮ 为研究有机异质结连接

层的工作机理ꎬ本文采用 Ｃ６０ 为 ｎ 型材料ꎬＣｕＰｃ
为 ｐ 型材料ꎬ设计并制备了系列有机器件ꎬ其结
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构如表 １ 所示ꎮ 实验中所用材料全部购买于相

关专业研发公司ꎬ纯度大于 ９８％ ꎬ制得器件的有

效面积为 ０. ０９ ｃｍ２(３ ｍｍ × ３ ｍｍ )ꎮ 所有的器

件制备在 ＩＴＯ 玻璃衬底上ꎬＩＴＯ 薄的厚度为 １００
ｎｍꎬ方块电阻约 １０ Ω / □ꎬ热蒸镀 Ａｌ 薄膜作为阴

极ꎮ 为了得到表面清洁的 ＩＴＯ 玻璃衬底ꎬ将其依

次在丙酮、乙醇和去离子水中进行超声清洗ꎬ之
后烘干ꎬ然后经臭氧处理 １０ ｍｉｎꎬ最后放入高真

空蒸镀室ꎮ 有机薄膜材料在未暴露空气的高真

空室中逐层进行蒸镀ꎬ蒸镀时本底气压保持在

(１. ４ ~ ２. ５) × １０ － ５ Ｐａꎬ蒸镀速率控制在 １ ~ ２ Ａ /
ｓꎬＡｌ 阴极蒸镀时本底气压保持在 ２ × １０ － ４ Ｐａꎬ蒸
镀速率控制在４ ~ ５ Ａ / ｓꎮ 制备好的器件用环氧树

脂玻 璃 盖 进 行 封 装ꎮ 器 件 的 Ｊ￣Ｖ 特 性 采 用

Ｋｅｉｔｈｌｅｙ ２４００ 和控制软件在室温和大气条件下

测量ꎮ
表 １　 器件结构

Ｔａｂ. １　 Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｄｅｖｉｃｅｓ

Ｄｅｖｉｃｅ １ Ｄｅｖｉｃｅ ２ Ｄｅｖｉｃｅ ３ Ｄｅｖｉｃｅ ４ Ｄｅｖｉｃｅ ５

Ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) /

Ａｌｑ３(６０ ｎｍ) / Ａｌ(１００ ｎｍ)

Ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３(６０

ｎｍ) / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) /

Ａｌ(１００ ｎｍ)

Ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３(６０

ｎｍ) / Ｃ６０(４０ ｎｍ) / ＮＰＢ

(４０ ｎｍ) / Ａｌ(１００ ｎｍ)

Ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３(６０

ｎｍ) / ＣｕＰｃ(４０ ｎｍ) /

ＮＰＢ(４０ ｎｍ) / Ａｌ

(１００ ｎｍ)

Ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３(６０ ｎｍ) /

Ｃ６０(２０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(２０

ｎｍ) / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) / Ａｌ

(１００ ｎｍ)

３　 结果与讨论

表 ２ 给出了实验中所用材料的电学参数ꎮ 研

究表明ꎬＣ６０是一种 ｎ 型材料ꎬ而 ＣｕＰｃ 是一种 ｐ 型

材料[３２]ꎬ故连接层 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 组合是一种典型的

有机异质结ꎮ 图 １ 为器件 １ ~ ５ 的 Ｊ￣Ｖ 特性曲线ꎬ
双层结构的传统 ＯＬＥＤｓ 器件 １ꎬ在电压较小的时

候(５ Ｖ)ꎬ有明显的电流通过ꎬ而倒置结构的器件

２ꎬ即使外加偏压超过 ２５ Ｖꎬ电流依然小到可以忽

略ꎮ 这是因为ꎬ一方面ꎬ当采用倒置结构时ꎬ空穴

从阳极 ＩＴＯ 注入到 Ａｌｑ３ 中时ꎬ需要克服比注入到

ＮＰＢ 中更高的注入势垒ꎬ同时电子从 Ａｌ 阴极注入

到 ＮＰＢ 中需要克服比注入到 Ａｌｑ３ 中更高的注入

势垒ꎻ另一方面ꎬＡｌｑ３ 是一种典型电子传输材料ꎬ
ＮＰＢ 是一种典型空穴传输材料ꎬ从阳极注入到器

件中的空穴ꎬ不能在 Ａｌｑ３ 中有效传输ꎬ从阴极注

入到 ＮＰＢ 中的电子ꎬ也不能有效传输ꎬ这两种因

素导致器件 ２ 即使外加偏压很大ꎬ器件电流也

很小ꎮ 器件 ３ 和器件 ４ 是分别在器件 ２ 的 Ａｌｑ３

和 ＮＰＢ 界面插入一层 ４０ ｎｍ 厚的连接层 Ｃ６０和

ＣｕＰｃꎬ图 １ 的结果表明ꎬ即使插入了连接层 Ｃ６０

和 ＣｕＰｃ 薄膜ꎬ器件的电流依然没有任何改变ꎬ
说明插入的 Ｃ６０ 和 ＣｕＰｃ 薄膜不能产生电荷ꎬ对
器件电流没有任何贡献ꎮ 而将单层薄膜换成有

机异质结 Ｃ６０(２０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(２０ ｎｍ)之后ꎬ器件

５ 的器件电流发生了明显的变化ꎬ即在外加偏压

小于 ２０ Ｖ 时ꎬ就可观察到明显的电流ꎬ相比于器

件 ２ ~ ４ꎬ器件 ５ 的电流大幅度增强ꎮ 而器件 ２ ~
４ 的研究结果表明ꎬＩＴＯ 阳极和 Ａｌ 阴极很难将空

穴和电 子 注 入 到 器 件 中 去ꎮ 当 插 入 Ｃ６０ ( ２０
ｎｍ) / ＣｕＰｃ(２０ ｎｍ)有机异质结时ꎬ器件电流大

幅度增加ꎬ说明连接层 Ｃ６０ (２０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ (２０
ｎｍ)可以有效产生电荷ꎬ致使器件的电流增加ꎬ
且器件 ５ 的电流可归功于有机异质结连接层 Ｃ６０

(２０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(２０ ｎｍ)产生的ꎮ 此时器件 ５ 中

的电流如图 ２ 所示ꎬ电流关系可表示为:
Ｊ ＝ Ｊｅ１ ＝ Ｊｅ２ ＝ ｊｈ１ ＝ Ｊｈ２ꎬ (１)

但是ꎬ器件 ５ 大约在外加偏压为 ２０ Ｖ 时才有明

表 ２ 材料的参数

Ｔａｂ. ２　 Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ ｏｆ ｍａｔｅｒｉａｌｓ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｍｏｂｉｌｉｔｙ / (ｃｍ２Ｖ － １ｓ － １) Ｈｏｌｅ ｍｏｂｉｌｉｔｙ / (ｃｍ２Ｖ － １ｓ － １) ＨＯＭＯ / ｅＶ ＬＵＭＯ / ｅＶ

ＮＰＢ[３０] ６. １ × １０ － ６ ６. １ × １０ － ４ ５. ５ ２. ４

Ａｌｑ３
[３０] １. ０ × １０ － ６ ２. ０ × １０ － ８ ５. ７ ３. １

Ｃ６０
[３１] ８. ５ × １０ － ２ ６. ４２ ４. １２

ＣｕＰｃ[３１] ２. ４ × １０ － ４ ４. ８１ ２. ９１
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图 １　 表 １ 中器件的 Ｊ￣Ｖ 特性曲线

Ｆｉｇ. １　 Ｊ￣Ｖ ｃｕｒｖｅ ｏｆ ｄｅｖｉｃｅｓ ｓｈｏｗｎ ｉｎ Ｔａｂ. １

显的器件电流ꎬ这是因为有机异质结连接层的电

荷产生能力还受构成有机异质结连接层的材料的

载流子传输能力和载流子最终注入到发光单元中

时需要克服的注入势垒的影响ꎮ 当提高材料的载

流子传输能力和降低载流子的注入势垒后ꎬ会有

效降低器件的工作电压ꎬ如 Ｃｈｅｎ 等采用 ＬｉＦ 和

ＭｏＯ３ 分别修饰有机异质结的电荷注入界面ꎬ使得

载流子的注入势垒得到降低ꎬ有效提高了器件的

功率效率[３３￣３４]ꎮ
为得到有机异质结连接层 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 的最优

结构ꎬ我们制备了结构为 ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３ (６０ ｎｍ) /
Ｃ６０( ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ ( ４０ － ｘ ｎｍ) / ＮＰＢ ( ４０ ｎｍ) /
Ａｌ(１００ ｎｍ)的系列器件ꎬ其中 ｘ 分别为 ５ꎬ１０ꎬ１５ꎬ
２０ꎬ２５ꎬ３０ꎬ３５ꎬ器件的 Ｊ￣Ｖ 特性如图 ３ 所示ꎮ 从图

中可以看出ꎬ器件电流从大到小的条件分别为ｘ ＝
３０ꎬ３５ꎬ２５ꎬ２０ꎬ１５ꎬ１０ꎬ５ꎬ这可以从 Ｃ６０与 ＣｕＰｃ 的迁

移率和器件的成膜去解释ꎮ 有机异质结连接层的

电荷在 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 界面产生之后ꎬ将在外电场的作

用下ꎬ向两侧传输ꎬ传输的能力取决于 Ｃ６０和 ＣｕＰｃ
的电荷传输能力ꎮ 从表 ２ 可以看出ꎬＣ６０的电子迁

移率达到 ８. ５ × １０ － ２ ｃｍ２Ｖ － １ｓ － １ꎬ而 ＣｕＰｃ 的

空穴迁移率也高达 ２. ４ × １０ － ４ ｃｍ２Ｖ － １ｓ － １ꎬ所
以ꎬ当有机异质结 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 的总厚度确定后ꎬＣ６０

的厚度越大ꎬ越有利于载流子的传输ꎬ器件的电流

也应该越大ꎮ 但图 ３ 中器件电流最大时的 ｘ 值不

是 ３５ꎬ而是 ｘ ＝ ３０ꎬ这是因为 ｘ ＝ ３５ 时ꎬＣｕＰｃ 的厚

度只有 ５ ｎｍꎬ其蒸镀量太少ꎬ成膜质量差ꎬ不能形

成连续的薄膜ꎬ极大地影响了载流子在其中的传

输能力[３５]ꎮ 而当 ｘ ＝ ３０ ｎｍ 时ꎬＣｕＰｃ 蒸镀厚度达

到 １０ ｎｍꎬ蒸镀量增加ꎬ此时成膜质量变好ꎬ使得

空穴在其中的传输能力增强ꎮ 如果继续减小 ｘ
值ꎬ由于 Ｃ６０的载流子传输能力强于 ＣｕＰｃꎬ整体上

又会影响载流子的传输能力ꎬ当 Ｃ６０ 的厚度为 ５
ｎｍ 时ꎬ其成膜质量最差ꎬ器件的载流子传输能力

将最弱ꎮ 由此可知ꎬ图 ３ 的实验结果和理论分析

是一致的ꎮ

Je2 Je1 Jh1

CuPcC60Alq3ITO NPB

Jh2

Al

图 ２ 　 结构为 ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３ (６０ ｎｍ) / Ｃ６０ ( ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ
(４０ － ｘ ｎｍ) / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) / Ａｌ(１００ ｎｍ)的器件中

的电流传输图

Ｆｉｇ. ２ 　 Ｄｉａｇｒａｍ ｏｆ ｃｕｒｒｅｎｔ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｄｅｖｉｃｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３ (６０ ｎｍ) / Ｃ６０ ( ｘ ｎｍ) /
ＣｕＰｃ(４０ － ｘ ｎｍ) / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) / Ａｌ(１００ ｎｍ)

图 ４ 是器件的能级结构图ꎬ当载流子在有机

异质结界面(Ｃ６０ / ＣｕＰｃ)产生后ꎬ将向两侧传输ꎬ
分别注入到 Ａｌｑ３ 和 ＮＰＢ 中ꎮ 当载流子在向两侧

传输的过程中ꎬ若构成有机异质结的有机薄膜材

料的迁移率不平衡ꎬ载流子将在较小的一侧聚集ꎬ
且迁移率越低ꎬ这种聚集效应越明显[３６]ꎬ因这些

聚集的载流子不能及时传输出去ꎬ会影响到有机

异质结连接层进一步产生电荷的能力ꎮ 在本文

中ꎬ因 ＣｕＰｃ 的空穴迁移率小于 Ｃ６０ 的电子迁移

率ꎬ在 ＣｕＰｃ 薄膜中将会出现载流子的聚集ꎬ载流

子的这种聚集特性将会抑制有机异质结连接层的

电荷产生能力ꎮ 当有机异质结连接层产生的载流
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图 ３ 　 结构为 ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３ (６０ ｎｍ) / Ｃ６０ ( ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ
(４０ － ｘ ｎｍ) / ＮＰＢ (４０ ｎｍ) / Ａｌ (１００ ｎｍ)的器件的

Ｊ￣Ｖ 曲线

Ｆｉｇ. ３　 Ｊ￣Ｖ ｃｕｒｖｅｓ ｏｆ ｄｅｖｉｃｅ ｗｉｔｈ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３

(６０ ｎｍ) / Ｃ６０ ( ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(４０ － ｘ ｎｍ) / ＮＰＢ(４０
ｎｍ) / Ａｌ (１００ ｎｍ)
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图 ４　 器件的能级图

Ｆｉｇ. ４　 Ｅｎｅｒｇｙ ｌｅｖｅｌ ｄｉａｇｒａｍ ｏｆ ｔｈｅ ｄｅｖｉｃｅ

子分别传输到 Ａｌｑ３ / Ｃ６０ 和 ＣｕＰｃ / ＮＰＢ 界面时ꎬ因
电子和空穴注入到 Ａｌｑ３ 和 ＮＰＢ 中ꎬ需要分别克

服 ０. ９２ ｅＶ 和 ０. ６９ ｅＶ 的势垒ꎮ 我们在以前的工

作中ꎬ建立了基于过渡金属氧化物薄膜为连接层

的叠层有机电致发光器件的电学模型ꎬ计算了连

接层产生的载流子注入到相邻有机层中时ꎬ注入

界面势垒对连接层电荷产生能力的影响[３７]ꎮ 结

果表明ꎬ当一种载流子的注入势垒不变时ꎬ随着另

一种载流子注入势垒的增加ꎬ连接层的电荷产生能

力将降低ꎮ 类似地ꎬ在本文中ꎬ有机异质结连接层产

的载流子在注入到相邻的有机层中时ꎬ若注入势垒

增加ꎬ也会导致连接层的电荷产生能力降低ꎮ

４　 结　 　 论

本文设计并制备了结构为 ｇｌａｓｓ / ＩＴＯ / Ａｌｑ３

(６０ ｎｍ) / Ｃ６０ (ｘ ｎｍ) / ＣｕＰｃ (ｙ ｎｍ) / ＮＰＢ(４０ ｎｍ) /
Ａｌ(１００ ｎｍ)的有机器件ꎬ通过测量器件的 Ｊ￣Ｖ 特

性ꎬ发现有机异质结 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 是一种有效的连接

层ꎬ并直接获得了有机异质结连接层 Ｃ６０ / ＣｕＰｃ 产

生的电流大小ꎮ 通过结构优化ꎬ得到了结构为

Ｃ６０(３０ ｎｍ) / ＣｕＰｃ(１０ ｎｍ)的有机异质结连接层

的电荷产生能力最强ꎮ 讨论了影响有机异质结连

接层电荷产生能力的因素ꎬ并对最优结构有机异

质结形成的物理机制做了合理的解释ꎮ 获得的结

果可为深入了解有机异质结连接的工作机理及制

备性能优良的叠层 ＯＬＥＤｓ 提供理论基础ꎮ
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